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Introducao

A quimica do processo Sol-Gel é baseada na
hidrélise e condensacédo de precursores em solucao.
Entre as vantagens do processo Sol-Gel estdo a
pOSSIbIlIdade do processamento de solucdes de
diferentes fons (Cd**, A”**, Si** e zr'"), obtencao de
materiais mais homogeneos e com estequiometria
bem definida. De uma maneira simplificada, a
fotoluminescéncia desses materiais pode ser
descrita como: o ion ativador absorve a energia de
|rrad|agao e emite radiacdo luminosa de menor
energla Nesse trabalho serdo apresentados o0s
resultados obtidos do CdSiO; dopados com 1% de
Th preparados pelo método Sol- Gel'.

Resultados e Discussao

Os materiais de CdSiOg:Tb3+ foram obtidos a partir
do método sol-gel convencional, utilizando os
precursores Cd(NOs),, Si(OC,Hs); e Tb(NOs)3
controlando o pH do meio para diferentes
constantes de hidrélise. Os materiais recém-
preparados foram calcinados e caracterizados pelas
técnicas: Difracao de raios-X (DRX),
termogravimetria  (TGA), espectroscopia  ho
infravermelho (FTIR) e espectroscopia de emisséo e
excitacdo (FL).

A partir dos difratogramas de raios X de CdSiO5:Tb**
€ possivel observar que a estrutura cristaliza em
torno de 750°C (Fig.1). O controle do pH na
obtencdo dos materiais gerou variacdo na
cristalinidade dos materiais finais, com maior
estruturagdo para pH: 2. Ademais, andlise preliminar
mostrou um aumento da cristalinidade dos fésforos
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Fig. 1. DRX do CdSiOsTb*
diferentes temperaturas e pH’s.
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Fig. 2. Espectros de emissdo dos materiais CdSiO3:
Tb** registrados em diferentes temperaturas e pH’s.

com o aumento da temperatura de calcinagao.

Os espectros de emissdo dos materiais CdSiOQ,:Tb3+
apresentam as transicdes intraconfiguracionais 4f-4f
do ion Tb*, gerando bandas finas (Fig. 2), com
maior contribuicdo centrada em 545 nm (°D,—'Fs).
Os fésforos obtidos em diferentes temperaturas com
pH: 2 apresentaram maior intensidade de emisséo e
maior cristalinidade dos compostos, como
apresentados nos dados de raios X (Fig. 1).

Os materias CdSiO3:Tb3+ também apresentaram o
fenbmeno de luminescéncia persistente2 para
calcinagfes acima de 750 °C.

Conclusodes

O controle de pH possibilita a obtenc&o de materiais
CdSiOs:Th*" mais estruturados. Foi observado que
quanto maior a cristalinidade do material possibilita
maiores intensidades de fotoluminescéncia.
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